











































































































様を図１に示す。酸化タングステンは、厚さが 300 nm～ 1 μｍの薄膜であることが好まし
い。厚さが 300nm以下では、透過光強度の変化が判別し難いことから不都合である。厚さ
が 1 μｍ以上では、酸化タングステンの剥離が発生し易いことから不都合である。堆積さ
れたパラジウムの厚さは 2 nm ～ 20 nmであることが好ましい。パラジウムの厚さが 20 nm
より厚い場合は、パラジウムによる入射光の遮蔽分が増加するため、透過光強度の変化が
























ためには、例えば、投入スパッタリング電力が 50 Ｗ、基材とターゲットとの間の距離が 1
0 cmで、アルゴンと酸素の混合雰囲気でスパッタリングを行う場合、酸素ガス圧は  14～ 8
0 mPa、アルゴンガス圧は 130～ 170 mPaであればよい。好ましくは、酸素ガス圧は 15～ 40 
mPa、アルゴンガス圧は 140～ 160 mPaである。スパッタリングをアルゴンと酸素の混合雰
囲気で行う場合、水素吸着による透過率の変化が 50 ％以上を達成するためには、厳密に
は他のスパッタリング条件にも依存するが、酸素ガスの比率は、全ガス圧（酸素ガス圧と
アルゴンガス圧の和）の約 10 ％～約 30 ％に制御すればよい。したがって、上記の投入ス
パッタリング電力が 50 Ｗ、基材とターゲットとの間の距離が 10 cmである場合に、全ガス







堆積する場合は、堆積条件として、スパッタリング電力は 25 W～ 50 W、基材は室温で、ア






化を行うために、縦 20 mm、横 20 mm、厚さ  0.5 mmの石英ガラス基板の表面上に酸化タン
グステン薄膜を被膜した。酸化タングステンの被膜に際しては、タングステンをターゲッ
トに使用し、基板とターゲットとの間の距離を 10 cm にし、基板温度を室温に、雰囲気を
アルゴンガス分圧 148 mPa、及び酸素分圧  22 mPaに制御し、金属タングステンターゲット


























（２）アルゴンガスで希釈した濃度１％の水素を 70 ml/minの流速で、試料セル内を 20分
間ガス置換する。
（３）水素が吸着した後の試料の透過光強度 Iを計測する。
（４） Iと  I 0により、相対的透過率（ I／  I 0）、すなわち水素吸着前後の光の透過率の変
化を求めた。図４の Aに該水素ガス検知材の相対的透過率の測定結果を示す。該水素ガス











の結果とともに図４に示す。酸素圧力が 14 mPa 以下の場合、本水素ガス検知材の相対的
透過率は 87 % 、すなわち透過率の変化が 13 %であるため水素の検知は難しい。酸素圧力
が 14 mPa 以上の場合、水素ガス検知材は水素の吸着により 50 ％以上透過率が変化するこ
とが分かる。したがって、酸素分圧を 14 mPa 以上に制御して被膜した酸化タングステン
薄膜を用いれば、水素検知が十分可能であることがわかる。
（実施例４から８）
　 1.2 mm厚のポリカーボネート板、 40 μ m厚のポリエチレンシート、 11μ m厚のポリ塩化
ビニリデン（旭化成社製サランラップ）、 100 μ m厚の OHPシート（富士ゼロックス社製）










































【図４】酸素の圧力を 13 mPa、 15 mPa、 22 mPa（Ａ）、 42 mPa、 69 mPaで堆積した酸化タ
ングステンから形成される水素ガス検知材の、水素ガスに対する光の吸収特性。
【図５】種々の基材に被膜した水素ガス検知材の 1 % 水素ガスに対する光の吸収特性。
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